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【57】申請專利範圍
1.　一種單體光照繼電器，連接至一輸入電路及一輸出電路，且包含：一基板；一磊晶層，
形成於該基板上，該磊晶層形成一溝槽以將該磊晶層分割為一高壓區及一低壓區，該高

壓區及該低壓區彼此電性隔離；一隔離層，形成於該磊晶層上；一發光二極體，形成於

該磊晶層之該低壓區，用以自該輸入電路接收一輸入訊號，並因應該輸入訊號產生一光

線；一藍紫外光反射膜，用以反射該光線，以形成一反射光；一光電二極體，形成於該

磊晶層之該高壓區，用以感應該反射光，並產生一感應電壓；一第一金屬氧化物半導體

場效電晶體，形成於該磊晶層之該高壓區，且電性連接至該光電二極體，用以因應該感

應電壓被驅動，並產生一第一輸出電流至該輸出電路；以及一第二金屬氧化物半導體場

效電晶體，形成於該磊晶層之該高壓區，且電性連接至該光電二極體，用以因應該感應

電壓被驅動，並產生一第二輸出電流至該輸出電路；其中，該發光二極體、該光電二極

體、該第一金屬氧化物半導體場效電晶體及該第二金屬氧化物半導體場效電晶體係彼此

相鄰地形成於該基板上方。

2.　如請求項 1所述之單體光照繼電器，其中該基板採用碳化矽(SiC)製成，且該基板為低離
子濃度摻雜。

3.　如請求項 1所述之單體光照繼電器，其中該藍紫外光反射膜係鍍於該隔離層後，透過一
封裝膠封裝該單體光照繼電器。

4.　如請求項 3所述之單體光照繼電器，其中該光線透過該隔離層傳遞至該藍紫外光反射
膜，並藉由該藍紫外光反射膜反射至該光電二極體。

5.　如請求項 1所述之單體光照繼電器，其中該單體光照繼電器係以一封裝膠封裝，該藍紫
外光反射膜係鍍於該封裝膠之一外表面。

6.　如請求項 5所述之單體光照繼電器，其中該光線透過該封裝膠傳遞至該藍紫外光反射
膜，並藉由該藍紫外光反射膜反射至該光電二極體。

7.　如請求項 1所述之單體光照繼電器，其中該單體光照繼電器係以一金屬殼封裝，該藍紫
外光反射膜係鍍於該金屬殼之一內表面。
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8.　如請求項 7所述之單體光照繼電器，其中該光線透過該金屬殼內部之一空氣傳遞至該藍
紫外光反射膜，並藉由該藍紫外光反射膜反射至該光電二極體。

9.　如請求項 1所述之單體光照繼電器，其中該磊晶層為 N型摻雜。
10.   如請求項 1所述之單體光照繼電器，其中該光線之一波長介於 300奈米至 500奈米。
11.   如請求項 1所述之單體光照繼電器，更包含：一控制電路，電性連接至該光電二極體與

該第一金屬氧化物半導體場效電晶體之一第一閘極及該第二金屬氧化物半導體場效電晶

體之一第二閘極，用以控制該第一金屬氧化物半導體場效電晶體之一第一電壓響應時間

及該第二金屬氧化物半導體場效電晶體之一第二電壓響應時間。

12.   一種單體光照繼電器製造方法，包含：於一基板上生長一磊晶層；於該磊晶層注入複數
離子，以於該磊晶層形成一第一 P-N結構、一第二 P-N結構以及一 N-P-N結構；進行一
乾式蝕刻，以在磊晶層形成一溝槽，該溝槽將該磊晶層分割為一高壓區及一低壓區，該

高壓區及該低壓區彼此電性隔離；於該磊晶層及該溝槽上沉積一隔離層；進行一光罩蝕

刻，以產生複數圖案；以及沉積一金屬層，以基於該等圖案於該第一 P-N結構形成一發
光二極體，於該第二 P-N結構形成一光電二極體，以及於該 N-P-N結構形成一第一金屬
氧化物半導體場效電晶體及一第二金屬氧化物半導體場效電晶體。

13.   如請求項 12所述之單體光照繼電器製造方法，更包含：於該隔離層鍍上一藍紫外光反射
膜；以及以一封裝膠封裝該單體光照繼電器。

14.   如請求項 13所述之單體光照繼電器製造方法，其中一光線透過該隔離層傳遞至該藍紫外
光反射膜，並藉由該藍紫外光反射膜反射至該光電二極體。

15.   如請求項 12所述之單體光照繼電器製造方法，更包含：以一封裝膠封裝該單體光照繼電
器；以及將一藍紫外光反射膜鍍於該封裝膠之一外表面。

16.   如請求項 15所述之單體光照繼電器製造方法，其中一光線透過該封裝膠傳遞至該藍紫外
光反射膜，並藉由該藍紫外光反射膜反射至該光電二極體。

17.   如請求項 12所述之單體光照繼電器製造方法，更包含：以一金屬殼封裝該單體光照繼電
器；以及將一藍紫外光反射膜鍍於該金屬殼之一內表面。

18.   如請求項 17所述之單體光照繼電器製造方法，其中一光線透過該金屬殼內部之一空氣傳
遞至該藍紫外光反射膜，並藉由該藍紫外光反射膜反射至該光電二極體。

19.   如請求項 12所述之單體光照繼電器製造方法，其中該基板採用碳化矽(SiC)製成，且該
基板為低離子濃度摻雜。

20.   如請求項 12所述之單體光照繼電器製造方法，更包含：將一控制電路電性連接至該光電
二極體與該第一金屬氧化物半導體場效電晶體之一第一閘極及該第二金屬氧化物半導體

場效電晶體之一第二閘極；以及當該光電二極體產生一感應電壓時，透過該控制電路控

制該第一金屬氧化物半導體場效電晶體之一第一電壓響應時間及該第二金屬氧化物半導

體場效電晶體之一第二電壓響應時間。

圖式簡單說明

圖 1為本發明單體光照繼電器之電路示意圖；
圖 2為本發明單體光照繼電器製造過程之截面圖；
圖 3為本發明單體光照繼電器製造過程之截面圖；
圖 4為本發明單體光照繼電器製造過程之截面圖；
圖 5為本發明單體光照繼電器製造過程之截面圖；
圖 6為本發明單體光照繼電器製造過程之截面圖；
圖 7為本發明單體光照繼電器製造過程之截面圖；
圖 8為本發明單體光照繼電器電路佈局之俯視圖；
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圖 9為本發明單體光照繼電器封裝後之截面圖；
圖 10為本發明單體光照繼電器封裝後之截面圖；
圖 11為本發明單體光照繼電器封裝後之截面圖；
圖 12為本發明用於單體光照繼電器之控制電路之示意圖；以及
圖 13為本發明單體光照繼電器製造方法之流程圖。
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